






























А. В. Величко, Н. Т. Черпак 

В работе Чоудхури к др. [87] изучался МВ 
поверхностный импеданс подвешенной полоски 
из эпитаксиальной пленки УВаСиО в постоянном 
магнитном поле до 1 ООО Э. Микроволновое маг-
нитное поле было параллельным плоскости (аЬ) 
образца, а постоянное — оси с. Оказалось, что 
слабое магнитное поле (порядка нескольких Э) 
приводит к понижению . Максимальный эф-
фект (- 20% ) наблюдается в поле 5 Э, а в поле 
выше 25 Э уже происходило подавление сверхпро-
водимости (увеличение К ^ . Измерения зависи-
мости К АН) при «свипировании» Н от -100 до 
+100 Э показали, что даже при малых мощностях 
(на 21 дБм, т.е. на 21 дБ ниже 1 мВт) проявлялся 
гистерезис МВ отклика (т.е. несовпадение формы 
магнитополевой зависимости с первичной при по-
вторном «свипировании» поля). Авторы [87] сде-
лали вывод, что МВ поле конкурирует с постоян-
ным, приводя к появлению вихрей в образце, 
которые впоследствии зацепляются за дефекты 
решетки (пиннинг). Предполагается, что наблю-
даемое уменьшение К5 связано с индуцированным 
МВ излучением неравновесным перераспреде-
лением квазичастиц, которое в присутствии по-
стоянного тока 1Лс и приводит к стимуляции 
сверхпроводимости. Подчеркивается также, что, 
поскольку в ВТСП наблюдается немонотонность 
зависимости К5(Т) {(АК$/<1Т) < 0), проявление 
эффекта, для которого (с1К5/(Нйс) < 0, неудиви-
тельно. 

Основные особенности и УСЛОВИЯ реализации 
механизма: 

явление стимуляции сверхпроводимости на-
блюдается в неоднородных и длинных однородных 
сверхпроводящих каналах и экспериментально 
проявляется в увеличении критических темпера-
туры и тока и уменьшении сопротивления посто-
янному или неременному току. В мостиках и дру-
гих типах пространственно неоднородных слабых 
связей стимуляция происходит по механизму Ас-
ламазова-Ларкина, а в длинных и узких каналах 
— по механизму Элиашберга; 

для обоих механизмов характерно наличие 
нижней и верхней границ существования эффек-
та, причем обе частоты возрастают при пониже-
нии температуры; 

для неоднородных контактов определяющую 
роль в возникновении эффекта играет их объем 
(который не должен превосходить определенную 
величину), а для узких однородных каналов — 
их ширина (аналогичное требование); 

основным отличием стимуляции сверхпроводи-
мости в мосликах является то, что их критическая 
температура (или критический ток) никогда не 

превосходит таковую для «берегов», тогда как 
для длинных однородных каналов критический 
ток может не только превышать / в отсутствие 
облучения, но и быть больше равновесного тока 
распаривания. 

Заключение 

Таким образом, совершенно ясно, что в ВТСП 
любого качества могут реализоваться как боло-
метрические, так и неболометрические механиз-
мы. При этом при частотах облучения V « 2Д/Л 
для гранулированных образцов основным нерав-
новесным механизмом является обратный неста-
ционарный эффект Джозефсона, для которого 
максимум отклика приходится на область резис-
тивного «хвоста» температурной зависимости со-
противления и заметно отдален по температуре от 
максимума болометрического отклика. С улучше-
нием качества образца максимумы неболсмет-
рического и болометрического откликов сближа-
ются, почти сливаясь для высококачественных 
эпитаксиальных пленок. Превалирующими меха-
низмами неравновесного отклика, по-видимому, 
являются либо индуцированное излучением дви-
жение магнитного потока, захваченного в слабых 
связях или в гранулах (в присутствии достаточно-
го сильного постоянного магнитного поля), либо 
проскальзывание фазы на межгранульных сла-
бых связях и джозефсоновских контактах, обра-
зованных перекрывающимися сегментами смеж-
ных медь-кислородных плоскостей. Несмотря на 
то что максимумы отклика вышеуказанных «вы-
сокотемпературных» механизмов почти совпада-
ют по температуре с максимумами болометричес-
кой компоненты, их можно исследовать, если 
применять бесконтактные методы регистрации 
(не вызывающие сильных нелинейных эффектов 
и эффектов разогрева из-за большого контактного 
сопротивления) и модулировать падающее излу-
чение с частотой ? 10 кГц для исключения боло-
метрического эффекта. 

На частотах облучения V > 2А/И практически 
во всем диапазоне температур ниже Тс преобла-
дающими нетепловыми механизмами являются 
электронный разогрев и неравновесное изменение 
кинетической индуктивности. Реализация фун-
даментальных характеристик, присущих этим ме-
ханизмам, возможна при регистрации отклика ме-
тодом «накачки-зондирования», когда сигнал от 
одного и того же источника (лазера) используется 
для воздействия на образец и (после ослабления 
и задержки) для измерения отклика. Данный ме-
тод весьма эффективен при использовании корот-
ких импульсов облучения (< 1 пс), которые не 
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